VLSI 2006
Fecha de entrega: 

Guia No. 2: Problemas de Modelado
1. Considerando transistores NMOS y PMOS de tamaño mínimo, utilizando un simulador grafique las curvas de Id versus Vds para diferentes valores de Vgs. Utilice las tecnologías AMI 0.5 y TSMC 0.18

2. Con la tensión de drain en Vdd, realice un barrido de Vgs por debajo de la tensión de umbral, y grafique en escala logarítmica la corriente de drain. Arme una tabla con los valores de corrientes para Vgs=0. 
3. Repita el ejercicio anterior con un valor de 0< |Vsb| < 1V (de manera de que la juntura correspondiente esté siempre en inversa) y compare los resultados. 

4. Con la máxima tensión del proceso, calcule la máxima corriente de dispositivos de tamaño mínimo, NMOS y PMOS, en los siguientes procesos: AMI 0.5, 1.5 y TSMC 0.18, 0.25, 0.35. 
5. Calcule la transconductancia y la impedancia de salida para los casos del ejercicio anterior, utilizando Vg=Vdd y Vg=Vdd/2. Compare los resultados. A partir de estos dos valores, estime V_Early. 
6. Realice una tabla para cada proceso listado en el Ejercicio 4 con todas las capacidades para el caso de un NMOS y PMOS de tamaños mínimos. 
7. Determine si ocurre saturación de velocidad para cada uno de los casos del Ejercicio 4, y calcule en caso afirmativo. 
8. Utilizando la transconductancia y la impedancia de salida calculadas previamente, calcule la ganancia en el punto medio de salida de un inversor digital de tamaño mínimo, para las tecnologías AMI 0.5 y TSMC 0.18. Que variaciones de tamaño le permitirían incrementar esta ganancia ?
Problemas Adicionales Capítulo 3 Rabaey

Problemas: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20. 
